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@ ttV w f a h t w ztar selektivqn chemischcn MatalCaiewinaa 

Auf &nsr elelclrtsch laolierendBn SubstiatDberflichB wnd 
Infibasondere ein elektrfschBs Lelterbahnenmuster nach 
einem chatnischen Additiwerfahren ^zeugt. bel dam 
2un£chst die Subatratoberflache unm&telbar durch die Strah- 
luf^ einer StrahlungsqueBe. voizugswelse ebi Intensitftlsnio- 
duTierbarer La&er, aktMert wbtL Diesa aktivierten Qeblslio 
warden anscih0eBOTd haftfast matalllsfeft z:BL durch auBert- 
sb^mlose Metalflaleningavertahran. (3 1 36 474) 
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Pat ent anspr gclie 

Verfahren zur selektiven chemlaclxen Metallisieruns , 
insbesondere auf elektriach iaoXierenden Substraten, da- 
duz'ch ■ sekennzelchnet t daft In mlndest ens einem strahlungs- 
ampflndllchen. Bereich elnar Substiratoberf l&che duirch sine 
05 fokusslerbara elektjroma^etische Strabluag Gebiate sebll- 
det wax-dan, die aeXektiv Telle von mlndeatens einejr Aktl-. 
vlez-tmgalBauns adsorbleran iind/oder die seXektiv aktlvlert 
weirden, und daB auf* derart bebandelte Gebiete elne haftfe- 
ate Metalllalertms aufgebracht wlrd* 



10 2« Verfahren nacti. Anapruch. 1, dadurch gekennzelchnet , da& 
der Berelch ana elner auf die Subatratoberflache aufgebracb 
^en strahXansaampf indXlchen Schlcht beateht und/odar aua 
einem Substratober f lachenteil , der mit einer atrahlungaemp- 
f indliehen Loauns benetzt wlrd und/oder der durch aine Lb- 

15 auns strahlungaempClndlicb wird« 

* • 

3. Verfabren nacb Ansprucb 1 oder Anapruch 2, dadurch se-> 
kennz elchnet, daQ mindeatens eln Gebiet dadurch geblldet 



« • • 



• • • 
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wlrd, dafi die elektromagnetisclie Strahlim^ einen salektl-* 
ven AufschluB uud/oder eine aelektive Aufrauhung und/oder 
eine Erweichung von niindaatena eiziem Bereiefa bawlrktp 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , dafi 
die stirahlun^aempfiiidliclLe Schicht aus ainem polymeri^ier- 
bar en bzv. dapolymerisiarbaren Material ^ebildet wird^ dafl 
durch die elektromasnatischa Strahluns polymarisierta bzw. 
depolymariaierte Gabiata entstehen* die chamiach und/oder 
durch die Strahlung aufgerauht verden, daB Aicht poXymari* 
sierta bzxcxrLcht dapolynarxsi arte Teile der Schicht ala KXe- 
ber wxirken und/oder abgeXdst warden und daB an die aebieta 
zunachat Teile von ^indaatana einer Aktivatorlosung adaorp- 
tiv ^ebunden verden« 

« * m 

5# Verfahren nach Anapruch 2, dadurch siekennzelchnat , . dad 
15 die Schicht als atrahlunssempf^indliche Aktivatorachicht aus- 
Sebildet wird und daB die alektromagnetlache StraUung rain- 
destena ein Gebiet erzeugt, das eine nachfolffende cbemiache 
Ketallabschaldun^ kataXysiert« 



20 



25 



6. Verfahren nach Anapruch, 2, dadurch. sekannzeichnat-, daB 
die Schicht ala atrahlunssempf indliche, eine nachfolsende 
Metalliaieruns katalysiarenda Aktivatorachicht ausgebildet 
wird und daB die elektromasnetische StrahXuns mindeatena ein 
Gebiet erzeugt, auf dem eine. nachf ol-gende MetaUabscfaeiduns 
veirmi ad en wird. 

7# Verrahren nach einem der vprherseKendan Anapriichar da- 
durch s^kennzeichnet, daB die alektromagnetiache Strahlun^ 
von mindeatena einem Laser erzeu^t wird. 
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8« Ver£aliren nach Anspruch 7, dadurch s^^^^z^^chnet , daB 
die von dem Laser ausgesandte Strahlans in ihrer Intensi- 
tHt nodallert wlrd nach Maa^abe von mindestene einem der 
zu erseugenden Gebiete* 

05 9. Vex-fahren nach Anspruch 7 oder Anspruch 8, dadurch ffs- 
kennzelchnet , daQ der Laser von mlndestens elner Datenver- 
arbeitungsanlase gesteuert irird nach MaQgabe der zu erzeu- 
senden Gebiete, 

10. Verfahren nach einem der vorh erg eh en den Anspriichef da- 
10 durch gekennzeichnet , daQ mlndestens ein Gebiet durch mln- 
destens ein au3 ens tz-oml OS arbeitendes chemisches Metalli- 
slerungsbad metallisiert wird. 
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Beschrelbixng 

Verfahren 2sur gelektlven .cliemlschen Ketalligjerang 

Die Erf Indunjf betrlf ft ein Varfabren nach dem Obez*besri£f 
de« Patentangprucha !«. 

Die Brflndung b-atrifft insbesondere ei-xt Verfahren zur fier- 
ateXlung sogenannter* Lel-terplat.t en, die in der Blektroindu- 
strie verwendet wex*den« 

Bin wichtiger Schritt bei dar Herat ellung der LeiterpXat- 
ten ist die fJbertrasung eines Leiterbahninasters iron einer 
VorXase auf eln I/eiterplatten-Baslsmaterial, das Substrat. 
Dieses erfolgt z«B« mit Hilfe des Sieb-^ oder Pbc todruclca 
sovohl bei der in der tibeririesenden Kebrzahl der PMlIe 
angevendeten Subatraktivtachnik aXs aucb in der Semi- und 
VoXXadditivtechnik. Die HersteXXung von LeiterpXatten in 
Siebdruckverfabren ist wirtschaf tXicb, da dieses Druckver** 
fahren das Aufbrinsen des Leiterbabnmusters auf einfache 
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Velae ermoglicht* Xm Poaitiv- und im Negativdruck slnd Ab- 
mesaunsen und Abstande der Xolterbahnext von 0,2 bis 0,3 mm 
SelMuf"! g* Der Aufdruck der* JewelXigen Siebdruckfarben vir^d 
mxt Sxebdruck-Schablonen in Sxebdruckmaachinen durchgefiihrt 
Die Herat elXung solcher Druckformen iat au£wendig und auf 
Jawdils ein Letter bahnmuster beachrankt, Plexxbler iat die 
Photodruckmethode. Rier. wird durch eine Maake eine licht* 
empfindliche Schicht beatrahlt, die beim Subtraktivverrah- 
ren aus einem Phatoreaist und beim Addi ti werf ahren aus ei-^ 
ner senaibiliaierten Aktivatorachicht beatehen kann» Nach* 
teil dieaer Verf ahren iat, daB zvriachen Maake und Photore-* 
sist bzic« zviaclien Maake und Aktivatorachicht auf* dem Ba- 
siamateriaX bei der Belichtung nur ein geringer Abatand be* 
atehen darf , urn Unteratrahlungen der Maake zu vermeiden; 
dmltm die Maake mu& an daa Subatrat angepre3t werden, vraa 
inabeaondere bei unebenen Subatratoberflachen problematisch 
iat. fintaprechendea gilt auch fUr eine Projektionabelich"* 
tung4 

Aus der EuropSiachen Patentanmeldung 19 06k tst 
ein in Subatraktivtechnik arbeitendea Verf ahren bekannt, 
bei dem ein mit einer MetaXlachicht beachichtetea Subatrat 
in ein GLeraQ mit einer Atzloaung oder einem Eiektrolyten 
und einer aeparaten Kathode getaucht wird. Ein acharf ge- 
bundelter Strahl elektromagnetxacher Strahlung wird aur . 
die metalliaierte SubatratoberflScbe auf die St ell an ge^^ 
richtet., an denen durch eine lokale Aufheizung die chemi- 
ache Reaktion oder der elektrochemiache Abtragungsprozefi 
beachleunigt werden aoll. 

Bin erater Nachteil einea derartigen Verrahrena beateht 
darint dafi die elektromagnetiache Strahlung zunachat eine 
wMHrige Ldaung durchqueren muB bevor die Subatratoberriache 
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getroffen wlrd, so' da& Streaung un'd A'bsorpti/on dex* Strah- 
lun^ in der Losuns beracksichtlgt werden maaaexi« 

• 

£in zwaiter NaclitelX besteht darxn« dafi zuiiachat die ^e- 
samte SubstaratoberflKche metaUlsi'ert wardan muO, waa 'un<* 
wirtschaftlich is-t. " 

Auf^abe der Brfindung iat es daher* ein maakenXoa arbedten-^ 
des VerfahreiL anzu^abexi, daA es aUf wirts^chaftXlche Velse 
ez*fndslicbt • insbesonder e aur aXektjriscli iaoXieranden Sub- 
stratbbejrriachen eln elektriscK leltendes Leitajrbahiieziinu«- 
ster auf zubirinsen* 

Dlese Aufgabe wird erf indun'ssgemaB gel5at duz*ch die im 
kennz eic hn end en TeiX dea *Pa ten1:anapruclis 1 suigegeb enen 
MerkmaXe. • 

AusgestaXtungen and Wei-terfaxXdungen der ErCdLndung alnd 
den Unteranapriicben entnehmbar« 

£±n erster VorteiX dez* Er'findung beateht darin, dafi ein 
additiv airbeitendes MetaXXialerungsverfaliren .angewandt 
vrxrd, so daa bei der Subatratoberf XSche XedxgXich die Ge-* 
blete metaXXiaiert werden, die eXektriach XeitfSZiig aein 
soXXen* 

Bin zweiter VorteiX besteht dax-in, da0 die verwendete eXek^ 
trofflagnetisclie Stz-ahXung, z*B* sichtbarea LaserXichtt der- 

* 

az^t scharr fokaaaiert verden kanz!, nalieza bia xvur haXbea 
WeXXenXange des LaserXicbt ea , dafi z«B. ein Leiterbahnenmu- 
ster mit einer bohen Leiterbalmendiebte (I/eiterbahnen/nun) 
erzeagt wer*den kann« Die £r£ixi.dung irird im £oXgenden anhand 
von AusffLhrunssbeispieXen naher erXautert« 
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£ln zu erzeugendes Leitarbahneninust er wird zimHchst vor- 
tellhaf'terweiae in einer elektronlschen Datenberarbeitungs- 
a2iXa£fe« z«B« elnem Mlkroprozesaor , gespeichert* Dlese Spei** 
ciierung 1st z«B« dadurch noglich^ dafl eine gezeichnete . 
05 und/oder gedruckte Papiervorlage , die dem Leiterbahnen* 
muster entspricht, mit HilTe eines sogenannten Dlgitali- 
alerers In einen elektronlschen Datenspelcher dar Datenver* 
arbeitungsanXage Ubertragen wlrd« Ifacli MaBgabe di eser ge- 
apelcherten Daten ateuert die Datenveraz*beltungsanXage ei« 
to ne Strahlujxgs quelle 9 z,B« einen Intenslteitsfnoduliex-baren 

Laaer, und/oder eine £inrichtung zur genauen Podltlonlerung 
(z«B« eln Kreuztisch ) der Substratoberflache, die strablunga- 
enprindllche Berelclie .besltzt* Dlese Berelche kdnnen die 
gesamte Substratoberf lache umfassen oder z,B« ledlgllch un*« 
15 gefahr dlejenlge SubstratoberfXache bedeckent die das end- 
gilLtlge Lei terbahnenmu star aufnehmen 3oll% Xn diesen strali-^ 
lungaemprindXiehen Bereichen werden durch die StrahXung, 
z,B« LaaerXicht, Gebiete arzeugt, die eine nachroXgende 
hartraste MetaXlialerung erindgXlcben^ Das beschriebene Ver^ 
20 f'ahz-en wird in den foXgenden BeispieXen naHer arXeutert« 

BelspleX 1 

Eln LelterpXatten-BasismaterlaX, das Subatrat, beispieXs- 
loCLi^ welse ein an der Subatrataber£Xache harzralches gXas£aser-- 



lOJ^Hy^ vera tarkt es Epoxidharznatax-lal , wird mlt elner Schichtt 
0^'^{^^^5 dem strahXungsemprindXicHen Bereichi verselien, der en seXek- 

tlve Beiz- oder Atzwirkung durch LaserXlcht aktivlert wird. 



Eine derartige Schicht kann -z.B* aus jedem Peroxldgruppen 
'"^^''^ '^^^^'"^^enihaXtendem Material bestehen, das bel Belichtung mit ei- 
nen UV-Laser Ozon bzw» anger egt en Sauerstorr abgibt oder 
30 erzeugt und daualt in einen Gebiet einen seXektiven oxida- 
tiven AurschXuB der Substratoberf XSLcbe bewirkt. Die aufge«- 
achXossenen Gebiete der SubatratoberfXache sind wesentXich 
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hydjrophller als ihre Umj^efauns* Dadurcln la.t es indgXlcli» die 

. * • • • . . 

Geblete mit Aktivlerunssldsuzi£ezi ha£tfest zil aktivieren, 
wMhrend die Umgebuns der &eblete nacli diver sen Relnlguziss^ 
und Spulschjrlti:en kelne Alctlvatoz*kelme adsoirblert hat« 
05 Eine daraur folgende hartfeste chemlache . Metalllalerun^ 
flndet deshalb Xedlsllch an den vorbehandelte^ Gebleten 
des BaalsmatefiaZa statt* 

Alternatlv z\x einer laa er Inl til art: en Substx-atbelznns m±t 
aktivem Sauerstof £. kann auch. eine solche mit Schwef eltrl- 
10 oxid (SO^) vervendet verden, \renxi ein. SOg— ba^w, SO^-bllden- 
des Schlcbtmatez'lal elngesetzt wlz-d* 

Belsplel 2 

Auf eln nlcht kupTerkaschiert ea Leitex*platten-Ba9ismatex*lal 
gei^ic^nd^(ACt^'^ z«B« au£ Bpoxldharz, wlx-d elne photoehemlach vernetzbare 

0lM/>jfLiL lo ij^ijQ^ ( Schichti z«B« aua einem nlcht voXXstandlg vejrnetzten cla- 

Polylaopren-PolymejT aufgebracht, die elne sroBe chemlsche 
Af£inltat zum Baslsmaterlal bedltzt. Durcb seXektlvea Be«* 
llcHten mit eln em IntensltStsmodnLler-teni UV- Laser vlxd dle-» 
se Sclilcht In den Gebleten^ die nachher Irelterbahnen dar- 
20 stellen sollen, dux-cli Im wesentllchen voXlatandige Ver- 

netzuns gehartet* Die nlcbt geharteten Telle werden mit el« 
nem geelgneten Lcisun^smltteX abgelost. AnschXleBend werden 
die geharteten TelXe au£ dem Substrat z.B. mit Cfajromschwe- 
reXsSure oxldatlv auf geschXossen, in elne AktlvlerimssX&sung 
25 getaucht und Intenslv gespiiXt. Die AktlvlerungsXosung bXelbt 
bevorzugt an den auf geschXossenen JPoXymersclilchten adsar-p- 
•^LjQ S'^*^'i'0»^dh(h»r.l^^^^^^ gebunden und dlent aXs GrondXage rtir die weltere Metal- 
'j^^'fk^r^ Xlslerung, da die Epoxidharz-Ober flache untex* vergXeiehba- 

^^"^^cjif^cuiitn^ , ren Bedingungen nlclit aurgeschXoss en irlrd* 
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Beispiel 3 

Wie In Baisplel 2 wlrd eine Schicht durcb selektives Be- 
lichtan mlt einem intenaitatsmodulierten UV-Laser* gahar^ 
tet« Xin Uhterschled zu Beispiel 2 wlrd eln 'Schichtmaterial « 
2S«B« auf Nitrllkautschuk/Phenolbax^z-Baals , verwendet, daa 
In gehHrteten Zustand hydrophobe Eigenschaf ten aufweist^ 
wahrend der nicht gebHrtete Zustand ala hydrophller KXeber 
wlrkt* Dureh Tauchen In elne wSBrige Aktivatorloaung war* 
den in dan bydropbxlen Bereicben Aktlvatorkelme adaorbiart, 
die nach Intensivem SpUlan die Metallislerung in auBenstrom 
losen chemischen MetaXliaienmgsbadern kataXysieren« 

Beispiel k 

Au£ eine elaktriscb nlchtleit ende Subatratobarflacbe wird 
ein Material, Z..B, auf der Basis von PhenoX-PormaXdebyd-^ 
Harz mit Napbthocbinondiazid als Schicht aurgebracht , das 
durch Belichten in gaeigneten Bntvicklerlosungen wieder 
loslich vird. Nach dem selektiven Belichten mit Hilfa eines 
intensitStsmodulierten Lasers werden die belichteten Mate- 
riaXteile herausgelSst und die zurfickbleibenden FoXymer- 
teiXa z«B« mit Chromschwef eXsaure oxidativ aufgeschXos sen. 
Bins derart behandalte Substratoberf Xache wird XedigXich 
au£ den seXektiv auf geachXossenen;. Gebieten Aktivatorkeime 
adsorbiaran und nach den notwendigen Spulschritten ladig« 
lich an diesen Gebieten chemiach metallierbar sein* 

Beispiel 5 

Analog zu Beispiel k wird ein eXektriscb isolierendes 
Sohichtraaterial, z«B« auC PoXyvinyXacetat* oder PoXyamid'* 
Basis, auf eine SubstratoberrXache aufgabrachtt das in den 
Gebxetent w-o es durcb einen IR->La8er beXicbtet wird, er-* 
waicht und wie ein SchmeXzkXeber wirkt* Dadurch ist es mdg- 
licht vortoar au£gebracbte Aktivatorkeime fest zu adsorbie- 



: ; J ; ; 3138474 

ren. uzid nach eixtspzrechexiden SpiiXschrltten das Subatrat ae- 
lektlv chemisch zu metalLlsler-exi^ 

Belspiel 6 

Zunachat wird im ersten Vejrf ahrenffschritt elzte 11 cb temp find- 
OS llch.e Aktivatoirsclilclit auf einem elktrlach aiclitleltendem 
Baslsmaterlal auf^eliractit;., Da durch Bellchten mlt elnem 
intent it at smoduX±ertexL Laser- seXektiir Kelme er-zeugt werden, 
hcULdelt ea slch bier um eln. nacfa. dem N'asat±vwPrxn.zip arbei^ 
tezLdes System. Nxmnit man z«B« die vaBrls^ hosans eines 
10 dreiwertl^en Eisenojcalats und einee zwelirertlffen Palladium- 
aalzee und benetzt damlt die Substratoberriache , so wird 
Fe unter sleichzextig^er Einvirkuns von Oxalat und Laaer^ 
licht zu Fe redixzxert* Fe is* w±ederum in. der I/a£e , 
Pd zu Pd<«Kaimen zu reduzieren. Dieae Pd-Keinie kataly« 
15 sieren eine MetallabscheiduzL^ in cfaemiachen Katallialerun^s- 
badern. 

Beiapiel 7 

Dieses Beisplel beschreibt ein nacH dem Poai'fciv-Prinzlp ar- 
beltendea System. Wird z.B* elite nlehtleltende Substratober-> 

20 flaclie benetzt mit einer* auf pH 3,8 elnsestellten Loaun^ 

von GaCl^ und SnClg^^ ao laBt slch die entatandene Beacblch- 
tuns mit Hilfe eines int ensitatsmodulierten Laser^atraitls 
an den St ell en, an den en Licht aurtrifft^ selektiv desakti«- 
vieren. Der «rofle Vorteil des Laaerstrahla , deasen Wellen- 

25 lan^e hiex Im UV, bei auderen Schicbten im VXS- Oder IR- 
Bereicb lie^en kann» ist seine hohe Btindeluns damit 
seine Trennscharfe. Die desaktivlerten Stellen bXeiben bei 
der anscblie&enden. Metalllsierun^ inert, so daQ sich die 
^ewunschten Metallmuster aufbauen lessen auf den aktivier* 

30 ten Gebieten. 
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